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有機電界効果トランジスタ（OFET）は溶液プロセスにより低コストで作製可能であることから、

次世代の電子デバイスとして近年注目を集めている。CYTOP®に代表されるような高撥水性の表

面上に有機半導体単結晶薄膜を製膜することは、OFET の特性向上のために重要であることが知

られている[1]。しかしながら、そのような基板上に溶液法を用いて直接塗布を行うことは困難で

ある。本研究では、溶液法により親水性の基板上に低分子有機半導体薄膜を製膜し、それらの表

面エネルギーの差を利用することで、フリースタンディング状態の半導体薄膜の剥離を可能とし

た。さらに得られた半導体薄膜を高撥水性基板に転写することで高性能 OFET の作製に成功した。 

親水性基板として天然マイカを用い、高移動度を示すp型有機半導体Cn–DNBDT–NW（Fig. 1 (a)）

の単結晶薄膜を連続エッジキャスト法[2]により製膜した。作製した基板を水に浸したところ、半

導体薄膜が剥離され、フリースタンディング状態になることが明らかとなった。透過型電子顕微

鏡観察で得られた電子回折図形（Fig. 1 (b)）より、基板からの剥離後も半導体膜が単結晶性を保

つことが確認された。次に、CYTOP®（CTL-809M）を製膜した SiO2/Si 基板を別途用意し、Fig. 1 

(c)のように半導体膜を製膜したマイカ基板と密着させた。両基板の接点周辺に、水を滴下したと

ころ、天然マイカ基板が剥離し、半導体

薄膜が CYTOP 表面に転写された。メタ

ルマスクを用いて S/D 電極として Au を

真空蒸着し、ボトムゲート・トップコン

タクト型の OFET を作製した。飽和領域

の伝達特性を Fig. 1 (d)に示す。その結果、

本転写法を用いて作製した OFET が 10 

cm2 V−1 s−1 以上の高い移動度を示すこと

が明らかとなった。 
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Fig. 1 (a) Chemical structure of Cn–DNBDT–NW, (b) the 
electron diffraction pattern of the exfoliated thin film, (c) 
schematic illustration of the transfer method, (d) transistor 
characteristic of the transferred-film-based OFET in 
saturation regime (VD = −30 V, L/W = 100 μm/200μm). 
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